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前  言

  《半导体器件 分立器件》系列国家标准的预计结构如下:
———第1部分:总则;
———第2部分:整流二极管;
———第3部分:信号(包括开关)和调整二极管;
———第4部分:微波器件;
———第4-1部分:微波二极管和晶体管 微波场效应晶体管详细规范;
———第5-1部分:光电子器件 总则;
———第5-2部分:光电子器件 基本额定值和特性;
———第5-3部分:光电子器件 测试方法;
———第5-4部分:光电子器件 半导体激光器;
———第5-5部分:光电子器件 光电耦合器;
———第6部分:晶闸管;
———第7部分:双极型晶体管;
———第8部分:场效应晶体管;
———第9部分:绝缘栅双极晶体管;
———第10部分:分立器件和集成电路总规范;
———第11部分:分立器件分规范;
———第14-1部分:半导体传感器 总则和分类;
———第14-2部分:半导体传感器 霍尔元件;
———第14-3部分:半导体传感器 压力传感器;
———第14-4部分:半导体传感器 半导体加速度计;
———第14-5部分:半导体传感器 PN结半导体温度传感器;
———第15部分:绝缘功率半导体器件;
———第16-1部分:微波集成电路 放大器;
———第16-2部分:微波集成电路 频率预计数器;
———第16-3部分:微波集成电路 频率转换器;
———第16-4部分:微波集成电路 开关;
———第17部分:基本绝缘和加强绝缘的磁性和电容性耦合。
本部分为《半导体器件 分立器件》系列国家标准的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T4023—1997《半导体器件 分立器件和集成电路 第2部分:整流二极管》。
本部分与GB/T4023—1997相比主要变化如下:
———编写规则和采用IEC标准的版本、与其一致性程度不同:GB/T4023—1997是按GB/T1.1—

1993,等效采用IEC747-2:1983和1992年、1993年的两个修订件;本部分是按GB/T1.1—

2009和GB/T20000.2—2009,等同采用IEC60747-2:2000。
———内容结构编排不同:GB/T4023—1997采用篇(章)、节、条、项编号,“引言”属正文并编章条

号;本部分采用章、条、项编号,“引言”在正文前单独为一页,不编章条号。
———增加了“管壳不破裂峰值电流”的文字符号“IRSMC”,并将其对应的“管壳不破裂I2t”中的I2t

Ⅶ

GB/T4023—2015/IEC60747-2:2000



改为I2RCt,同时将“管壳不破裂I2RCt”由耗散功率术语条移至电流术语条。
———增加了“(反向恢复)软[度]因子”术语、定义、文字符号及其特性值的条件。
———增加了“正向恢复峰值电压”特性值的条件。
———文字符号章增加了开关特性的文字符号11个和电流的文字符号4个(IFAV、IFRMS、IRM、

IRSMC),删除了IR(AV)。
———增加了“型式试验和常规试验的要求、整流二极管的标志”一章内容。
———删除了“反向重复峰值电压”的另一名称“最高反向重复电压”及相关的“注”。
———删除了附录B“瞬态热阻抗测试方法(快速测试方法)”。
本部分使用翻译法等同采用IEC60747-2:2000《半导体器件 分立器件和集成电路 第2部分:

整流二极管》(英文版)。
本部分做了下列编辑性修改和勘误:
———增加了“前言”,删除了IEC标准的“前言”;
———“IEC60747的本部分”“本出版物”和“本国际标准”均改为“本部分”;
———根据标准条文中的实际引用情况,增加了GB/T2900.66—2004《电工术语 半导体器件和集

成电路》作为规范性引用文件;
———将用于电流、电压的修饰词“连续(直流)”改为“直流”;
———将表示温度的文字符号“T”和“θ”两种字母统一为“T”,表示温度的文字符号下标amb、case、

vj、ref分别改为a、c、j、r;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
———对公式统一编号;
———将“正向(不重复)浪涌电流”统一为“正向浪涌电流”,与第3章中一致;
———将5.7.4中“反向重复峰值电流”的文字符号IRM勘误为IRRM;
———删除5.8.1(系5.8中下一层次的孤条)的编号,相应的内容直接归入5.8;
———将式(A.29)中符号t2 的释文“较高频率的重复率”勘误为“较高频率的重复率的倒数”。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC78)归口。
本部分起草单位:西安电力电子技术研究所、国营第八七三厂、湖北台基半导体股份有限公司、株洲

南车时代电气股份有限公司电力电子事业部、浙江硅都电力电子有限公司。
本部分主要起草人:秦贤满、邹盛琳、颜家圣、刘国友、沈首良。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB4023—1983、GB4023—1986、GB/T4023—1997。
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引  言

  本部分与GB/T17573—1998《半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则》一起使用。

GB/T17573提供了下列有关半导体器件的基本信息:
———术语;
———文字符号;
———基本额定值和特性;
———测试方法;
———接收和可靠性。
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半导体器件 分立器件和集成电路
第2部分:整流二极管

1 范围

本部分给出下列各类或各分类器件的标准:
整流二极管包括:
———雪崩整流二极管;
———可控雪崩整流二极管;
———快开关整流二极管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2900.66—2004 电工术语 半导体器件和集成电路(IEC60050-521:2002,IDT)
GB/T17573—1998 半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则(idtIEC60747-1:1983)

3 术语和定义

GB/T17573—1998和GB/T2900.66—2004界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 一般术语

3.1.1
正向 forwarddirection
直流电流沿半导体二极管低阻流动的方向。

3.1.2
反向 reversedirection
直流电流沿半导体二极管高阻流动的方向。

3.1.3
阳极端(半导体整流二极管的或整流堆的) anodeterminal(ofasemiconductorrectifierdiodeor

rectifierstack)
正向电流由外部电路流入的端。

3.1.4
阴极端(半导体整流二极管的或整流堆的) cathodeterminal(ofasemiconductorrectifierdiodeor

rectifierstack)
正向电流向外部电路流出的端。

3.1.5
整流堆臂 rectifierstackarm
以两个电路端为界的那部分整流堆,它具有基本上只在一个方向传导电流的特性。
注:整流堆臂可含有一个或若干个串联或并联或串并联的整流二极管,并作为一个整体工作。这就意味着:整流堆

臂可以是整流堆的一部分或整流堆的全部。
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